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ワイドギャップ半導体は、パワーデバイスや高周
波デバイスとして高い性能を示し、注目を集めてい
る。半導体材料の評価として、キャリア濃度や移動
度等の伝導特性の評価は非常に重要である。
テラヘルツ時間領域分光法(THz-TDS)は、新し

い優れた手法であり、非接触・非破壊にて、テラヘ
ルツ帯の屈折率・誘電率をはじめ、キャリア濃度等
の伝導特性を評価することが可能である。
下図は、エピタキシャル膜のβ-Ga2O3を評価した

ときのデータである。SiCやGaN等の評価も可能。
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テテララヘヘルルツツエエリリププソソメメトトリリにによよるる

高高キキャャリリアア濃濃度度試試料料のの評評価価

テラヘルツ波は波長(周波数)にして、 3 mm (0.1 THz)か
ら 30 𝜇𝜇𝜇𝜇m (10 THz) におよぶ電磁波です。この領域では自

由キャリアの応答が現れるため、この成分を検出することに
より、従来ので電気伝導特性計測とは異なり、電極不要で、
非接触非破壊により、伝導特性を取得することが可能です。
現在半導体の伝導特性評価は、ホール測定やCV法に

よって行われていますが、これらの測定では電極の作製が
必須になります。またHg電極の利用は水俣条約により、今
後利用が困難になります。このような従来の手法と比べ、テ
ラヘルツ波を用いることで、非接触で高い空間分解能での
伝導特性の測定が可能になります。ワイドギャップ半導体と
して期待されているSiC, GaN, 𝛽𝛽𝛽𝛽-Ga2O3 等の試料におい

ても確かな測定実績を持っています。
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テテララヘヘルルツツ波波にによよるる伝伝導導特特性性評評価価

テラヘルツエリプソメトリは、入射するテラヘルツ波
の偏光変化を解析することで、参照測定なしで、
キャリア密度等の伝導特性を得ることが可能です。
特定のポイントでの情報のみならず、空間分布測
定などにも応用可能です。ワイドギャップ半導体
GaNにおいては、1015-1021 cm-3 の広い領域での
キャリア密度の評価が可能です。
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